
K Salclkteronmik 

Infrarotemitterdiode 
VO120 d 

GaAs-Infrarotemitterdiode in Metall-Keramik- —werden sollen. Durch seine äußeren Abmessun- 
Gehäuse mit linsenförmigem Glasfenster. gen ist der Aufbau von Emitterdiodenzeilen 

Die Diode ist besonders als Strahlungsquelle Und -matrizen mit einem Rastermaß von 2,5 mm 
für optoelektronische Systeme mit hohen Modu- MÖö8lich. . 
lationsfrequenzen geeignet. Sie ist auf Grund Bauform und Abmessungen stimmen annähernd 
ihrer Gehäusekonstruktion überall dort vor- Mit denen des Fototransistors SP 211 
teilhaft anzuwenden, wo Strahlungsquellen in Überein, 
doppeltkaschierten Leiterplatten eingesetzt 

9 Kenngrößen bei 03 = 25 "C 
‚Vergoldet lötbar 

Durchlaß- min. maxX. 
S gleichspannung 
5 4 a .n bei Ip= 50 mA Ur * 15 V 

Sperrgleichstrom 
T, bei Up= 2V %R ooo 100 yiA 
275107 1005 Strahlungsleistung 

33102 bei Ip = 50 mA 

VQ 120 A Pe 0,4 - mW 

VQ 120 B Pe 0,7 - mW 

Mal 0,03 g VQ 120 C PS 1,0 - mW 

Standard: TGL 35172 Wellenlänge der 
maximalen Emission 

bei Ip= 50 mA 915 975 nm 

Spektrale 
Halbwertsbreite 

bei Ip = 50 mA AN : 75 mm 
Kennzeichnung nur auf der Verpackung 8 

(Verpackung mit glasklarer Einlage) Öffnungswinkel ® 20 - 

Schaltzeiten 
bei Ippy = 100 mA 
Anstiegszeit t. - & s 

Abfallzeit 

Änderungen vorbehalten! 
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(bei &, = 25 °C, wenn nicht 
anders angegeben) 
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Grenzkennwerte 

Durchlaß- 
gleichstrom 

Spitzendyrch- 
laßstromlfi 

max. 
F 10 

Ipru 
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spannung 
Sperrschicht- 
temperatur 
bei elektrischem 
Betrieb 

Betriebs- 
temperatur- 
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Lagerungs- 
temperatur- 
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(bis 30 Tage) 
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Bedingungen Nachfrage beim Hersteller 
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Maximaler Durchlaßstrom in Abhängigkeit 
von der Umgebungstemperatur. 

3) Der Kühlkörper wird durch die Kupfer- 

fläche einer kaschierten Leiterplatte 

(Material: Cevausit; 1,5 mm dick) 

am Anodenanschluß gebildet. 
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Definition der Schaltzeiten 
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Synchronisation 

Prinzipschaltung zur Ermittlung der dyna- 

mischen Kenngrößen der Infrarotemitter- 

äiode VQ 120 

2) SP 103 nach TGL 29969 
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Mittlerer Durchlaßgleichstrom der Infrarot- 

Emitter-Diode VQ 120 in Abhängigkeit von der 

Durchlaßgleichspannung. 

Parameter: Umgebungstemperatur °a
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Mittlere Durchlaßgleichspannung der Infrarot- T, inA 
Emitter-Diode VQ 120 in Abhängigkeit von der 
Umgebungstemperatur. 
Parameter: Durchlaßstrom IF Mittlere Strahlungsleistung der Infrarot- 

Emitter-Diode VQ 120 in Abhängigkeit vom 

Durchlaßstrom 
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Mittlerer differentieller Durchlaßwiderstand 
der Infrarot-Emitter-Diode VQ 120 in Abhän- 
gigkeit vom Durchlaßstrom 

Mittlcre normlerte Strahlungsleistung der 
Infrarot-Emiitter-Diode VQ 120 in Abhängig- 

ebungstemperatur. 
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heiße Lötzinn nicht mit der Glaslinse in Be- 
rührung kommt. Für die Durchführung der Lö- 
tungen empfehlen wir temperaturgeregelte Löt- 
kolben. 

Als anzuwendende Lötbedingungen empfehlen wir: 

Löttenperatur S, = 240 °C %5K 
Lötzeit t_.= 48 

Schwallötbarkeit der Anschlüsse 
Löttenperatur &, = 240 5K 
Lötzeit - 48 

Es wird empfohlen, bei Anwendung der Schwall- 
1lötung für den Anodenanschluß die Katodenan- 

schlußfahnen zuerst zu löten (Handlötung). 
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Reparaturlötbeständigkeit 
Reparaturlötungen in der Nähe der Infrarot- 
emitterdiode gem. TGL 32377/02 sind zulässif. 

Wasch- und Flußmittelbeständigkeit 

Flußnittel 
Die verwendeten Flußmittel dürfen nicht 
korrodierend wirken. Zulässig sind die Fluß- 
mittel SW 31 und SW 32 nach TGL 14907. 
Der völligen Austrocknung der Flußnittel oder 
besser dessen völliger Entfernung durch einen 
Reinigungsprozeß ist besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen, da sonst Sperrstromerköhungen auf- 
treten. 

>
 

Waschmittel 
Die Infraroremitterdioden VQ 120 dürfen zur 
Beseitigung der im Lötprozeß entstandenen Ver- 
unreinigungen in folgenden Waschmitteln unter 
folgenden Bedingungen gewaschen werden. 

Waschmittel |Ultra- [|Tem- |Zeit|Lufttrockng. 
schall g:;n— Tenpe-TZeIt 

mit!} ohne| < ratur 
c |min.| %C |min. 

Wasser £50ls3]s 85 |25 

Fluorkohlen- 
wasserstoff x x |£ 48 |£ 3 |dei 24 
(F 113) Zim- 

mer- 
Alkohole tem- 
Isopropanol, £ 35 |£ 6 |pera- |® 10 
(thanol, tur 
Methanol) 

Der Restsäuregehalt der einzelnen Waschmittel 

darf zu keiner Schädigung am Bauelement füh- 

ren. 
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